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【はじめに】本研究の目的は分子の極性を利用した物性制御である。従来有機極性分子修飾によ

る仕事関数やショットキー障壁高さの変調、有機結晶の電気伝導率上昇等の観測報告があること

から、分子分極の適用は物質の電子状態制御に有効と考えられる。我々は二酸化ヴァナジウム

（VO2）薄膜が室温近傍で金属-絶縁体相転移を示すことに着目し、極性分子修飾の効果を検討し

た。極性分子の修飾効果を引き出すため、配向し易さ 1や大きな極性に着目し、3種類（0, 13, 20 

Debye）の異なった極性サイズのトリプチセン骨格分子（図 1）を用いてそれらの比較を試みた。 

【実験】VO2薄膜はパルスレーザー堆積法によって TiO2基板上に 10 nmに成膜されたものを用い

た。分子の極性サイズは官能基の種類を選択し調節した。有機極性分子をアセトンへ溶解させ、

その溶液中に VO2薄膜を浸漬し、アセトンを蒸発させつつ薄膜表面に極性分子の配向状態を形成

させた。極性分子修飾の前後の VO2薄膜の電気抵抗の温度依存性を測定し、金属-絶縁体相転移温

度の分子極性サイズ依存性を調査した。 

【結果】図 2 に代表例として極性サイズ 13 Debye の分子を吸着させた場合の金属-絶縁体相転移

温度上昇の様子を示す。相転移温度は分子の極性サイズに比例して上昇することが観測された。 

【考察】トリプチセン分子骨格の安定な三脚構造を反映した分子吸着形態と相転移温度の分極依

存性より、シアノ基(-CN)の薄膜側への配向が考えられ、その解釈は機器分析結果に沿う。また一

段転移の観測は、分子修飾の影響が膜全体に及んでいることを示唆する。本研究 2 の結果は極性

分子修飾による相転移制御の可能性を拓くものと期待される。 

 
図 1: トリプチセン骨格分子                    図 2: 極性分子による相転移温度の上昇 

(a) D=0, 	
 (b) D=13, 	
 (c) D=20.                挿入図は相転移温度の分極依存性を示す。 
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